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摘要(译)

以氧化铟为主要成分并含有钨和/或钼的透明导电薄膜的目标，通过形成
氧化铟粉体，氧化钨粉末和/或氧化钼粉末，然后加热或烧结形成的溅射
后的薄膜以氧化铟为主要成分，含有钨和/或钼，原子比（W + Mo）/ In
为0.0040~0.0470，透明导电性薄膜的表面平滑性和低电阻率为6.0×10-
4Ω·cm以下，即使在170℃下加热，其表面平滑性和电阻率特性也不会发
生变化。
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